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Typ tranzystora: tranzystor krzemowy

| I Firma: HITACHI

2 = Wykonanie: tranzystor krzemowy epitaksjalno-
g i planarny n-p-n, w obudowie plastykowej

# ‘é‘_ Zastosowanie: szybkie uklady przelaczajace

.

i i | Typy podobne: SF216, SS216 (RFT)
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WartoSei charakterystyczne!
min typ max
Uricpo 40 V| przy Ic = 10 pA, Iy =0
Usr)ceo 15 V | przy I = 10 mA, Rgg = ©
Uroero 5 V| przy Ig =10 pA, Io =0
Icgo 0,25 wA | przy Ucg =20V, I =0
Izgo 1,0 uA | przy Ugp=4V, I =0
Ny1g 28 200 przy Ucp =05V, I =1 mA
Ucksar 0,3 V | przy I = 10 mA, Iz = 1 mA
Upksar 0,8 V | przy I = 10 mA, Iz =1 mA
hyte 2,0 przy Ucg = 10V, I = 10 mA, f= 100 MHz
Crap 6 pF | przy Upg=10V, Iz =0, f=1 MHz
‘A 15 ns | przy Uee =5V, Ic =Ig; = —Ip, = 20 mA
fon 20 ns | przy Ugc =10V, I =5 Ip; = —10 Ip, =
= 100 mA
torF 30 ns przy Uge =10V, Io =5 Iz, =
= —10 Iy, = 100 mA
Wartosci graniczne

UCBO max 40 v Ptot max 100 mW
UcEo max 15 A% ti max 125 “C
UgBo max ) A% Lstq —55++125 °C

IC max 100 mA

D tamp = 25°C
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Rys. 1-1248. Uklad pomiarowy czaséw przelaczania
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Rys. 1-1249. Uktad pomiarowy czaséw przelaczania
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Rys. 1-1250. Zalezno$¢ dopuszczalnej mocy
strat od temperatury otoczenia

Rys. 1-1251. Zalezno$é pradu zerowego ko-
lektora od napiecia kolektor-baza
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Rys. 1-1252. Charakterystyki wyjsciowe
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Rys. 1-1254. Zalezno$¢ napiecia kolektor-

emiter od pradu bazy
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Rys. 1-1253. Zalezno$¢ wspolczynnika wzmoc-

nienia pradowego od pradu kolektora
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Rys. 1-1255. Zalezno$¢ napiecia nasycenia

bazy od pradu kolektora
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Rys. 1-1256. Zalezno$¢ napiecia nasycenia Rys. 1-1257. Zalezno$¢ wejSciowej pojem-
kolektora od pradu kolektora no$ci emitera od napiecia emiter-baza
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Rys. 1-1258. Zaleznos$¢ wyjsciowej pojemnosci Rys. 1-1259. Zalezno$¢ czas6w przelaczania

kolektora od napigcia kolektor-baza od pradu kolektora



